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I. Kiskérdések

1. Keskeny csatornás MOS tranzisztoroknál miért nem vízszintes a telítésben a karakterisztika?

2. Számolja ki a W/L arányt, és adjon reális becslést W és L értékére ha adott:
Vt=0.7V, UGS=7.7V, ID=5mA, K=100μA=V2
3. Rajzolja fel egy növekményes N csatornás MOS tranzisztor keresztmetszeti képét és kimeneti karakterisztika sereget. (tengelyek felcímkézése, mértékegységek, értékek)

4. Hogyan függ a küszöb alatti áram, VGS feszültségtől? (nem kell képlet elég a függés jellege)

5. Mitől függ VT küszöbfeszültség értéke. (nem kell képlet de azt írja fel, hogy az egyes paraméterek változásával nő- e vagy csökken)

6. Hogyan lehet megvalósítani két azonos értékű ellenállást?

II. Tervezési feladat

Adja meg az alábbi áramkör leirását Verilog HDL-ben és írja meg hozzá a testbenchet is. Rajzolja fel a tranzisztor szintű megvalósítást (elég csak a PDN-t felrajzolni, ellenálláson keresztül kösse a tápfeszre)
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III. feladat

A, Írja le a design flow lépéseit Digitális IC tervezésénél 

B, Milyen különbségek vannak ha FPGA-t tervezünk?
